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1. 研究目的と背景 

低コストのシリコン太陽電池を実現する

ために、シリコンナノ粒子層（SiNP 層）を

作製し、pn 接合の形成と反射率の低減を室

温下で、できることを明らかにした。また、

屈折率の異なる SiNP 層を 2層形成し、反射

率をさらに低減できることがわかった。そこ

で、本研究では、更なる反射率の低減するた

めに、SiNP 層の屈折率の評価を行い、その

結果から最適な膜厚の計算を行った。 

2. 実験方法 

Fig.1 The Structure used to calculate reflectance. 

シリコンナノ粒子層をスピンコート法に

よって形成した。その後、プレス法によって

空隙率の低減を行った。分光エリプソメトリ

ー法によって作製した SiNP層の屈折率の評

価を行った。この屈折率を用い、図１に示す

構造を用い、第 1層と第 2層の膜厚を変化さ

せて反射率の計算を行った。 

3. 実験結果と考察 

 表１に分光エリプソメトリーから評価し

た、屈折率の結果を示す。SiNP 層は、空隙

があるので、屈折率が大幅に低下した。プレ

ス処理によって屈折率が増加することを確

認し、この値を用いて反射率の低減に最適な

膜厚を計算した。 

第 2 層目の膜厚が大きいほど反射率が減少

傾向にあり、420nm で最も低い値を示した。

二層構造の膜厚や屈折率を最適化すること

で更なる、反射率の低減が期待できる 

4. まとめ 

 第 2 層目の膜厚が大きいほど反射率が減

少傾向にあり、420nmで最も低い値を示した。 
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 n@500nm 

Si 4.30 

W press 1.85 

W/O press 1.62 
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The thickness of second SiNP layer (nm)

Fig.2 The calculated reflectance as a fucntion of the 

thickness of the second layer. 

Table.1 The reflective index of SiNP film with and without 

press by measuring  spectroscopic ellipsometry 
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